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[57]申請專利範圍
1.　一種靜電放電防護電路，包括：一電壓偵測單元，電性連接一第一電源線與一第二電源
線，該電壓偵測單元依據該第一及該第二電源線之間的電壓輸出一控制信號，其中該第

一電源線具有一操作電壓；一反向電路，電性連接該電壓偵測單元，用以接收該控制信

號且據此輸出一觸發電壓；一驟迴崩潰產生單元，具有一第一電晶體元件，該驟迴崩潰

產生單元之第一端連接該反向電路以接收該觸發電壓，其第二端連接該第一電源線；以

及一維持電壓控制單元，具有一第二電晶體元件，該維持電壓控制單元之第一端連接該

反向電路，其第二端連接該驟迴崩潰產生單元之第三端，其第三端連接該第二電源線，

用以調整一維持電壓，其中該維持電壓係該驟迴崩潰產生單元之該第二端的電壓；其中

該驟迴崩潰產生單元與該維持電壓控制單元提供一靜電放電電流宣洩的路徑，該維持電

壓控制單元用以於該驟迴崩潰產生單元發生驟迴崩潰時，使該維持電壓大於該操作電壓。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該第一電晶體元件為一高壓電晶
體，其閘極連接該反向電路以接收該觸發電壓，其汲極連接該第一電源線，其源極連接

該維持電壓控制單元，並且該高壓電晶體具有一第一寄生電晶體。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該第一電晶體元件為一第一矽控
整流器(Silicon-Controlled Rectifier,SCR)，該第一矽控整流器之控制端連接該反向器以接
收該觸發電壓，其 P型重摻雜擴散區連接該第一電源線，其 N型重摻雜擴散區連接該維
持電壓控制單元。

4.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該第二電晶體元件為一 N型電晶
體，該 N型電晶體之閘極連接該反向電路，其汲極連接該驟迴崩潰產生單元之第三端，
其源極連接該第二電源線，並且該 N型電晶體具有一第二寄生電晶體，當發生驟迴崩潰
時，透過該 N型電晶體之該第二寄生電晶體之導通來提高該維持電壓並且使得該維持電
壓大於該操作電壓。

- 9903 -



5.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該第二電晶體元件為一第二矽控
整流器，該第二矽控整流器之控制端連接該反向器以接收該觸發電壓，其 P型重摻雜擴
散區連接該驟迴崩潰產生單元之第三端，其 N型重摻雜擴散區連接該第二電源線，當發
生驟迴崩潰時，透過該第二矽控整流器之導通來提高該維持電壓並且使得該維持電壓大

於該操作電壓。

6.　如申請專利範圍第 2或 4項所述之靜電放電防護電路，該第一寄生電晶體以疊接方式連
接至該第二寄生電晶體，並且該高壓電晶體與該 N型電晶體為同類型之電晶體元件。

7.　如申請專利範圍第 1項所述之靜電放電防護電路，其中該電壓偵測單元包括：一第一電
阻，其一端連接該第一電源線；以及一電容，其一端連接該第一電阻之另一端，該電容

之另一端連接該第二電源線。

8.　如申請專利範圍第 4項所述之靜電放電防護電路，其中透過調整該 N型電晶體之通道長
度來變更該 N型電晶體之等效阻抗，藉此來調整該維持電壓。

9.　如申請專利範圍第 4項所述之靜電放電防護電路，其中該維持電壓控制單元更包括：一
保護電阻，其一端連接該反向電路，其另一端連接該 N型電晶體之閘極。

10.   如申請專利範圍第 4項所述之靜電放電防護電路，其中該 N型 電晶體為高壓元件、中壓
元件與低壓元件其中之一。

11.   一種電子裝置，包括：一偏壓電路，用以提供一工作電壓；以及一靜電放電防護電路，
電性連接該偏壓電路，其中該靜電放電防護電路包括：一電壓偵測單元，電性連接一第

一電源線與一第二電源線，該電壓偵測單元依據該第一及該第二電源線之間的電壓輸出

一控制信號，其中該第一電源線具有一操作電壓；一反向電路，電性連接該電壓偵測單

元，用以接收該控制信號且據此輸出一觸發電壓；一驟迴崩潰產生單元，具有一第一電

晶體元件，該驟迴崩潰產生單元之第一端連接該反向電路以接收該觸發電壓，其第二端

連接該第一電源線；以及一維持電壓控制單元，具有一第二電晶體元件，該維持電壓控

制單元之第一端連接該反向電路，其第二端連接該驟迴崩潰產生單元，其第三端連接該

第二電源線，用以調整一維持電壓，其中該維持電壓係該驟迴崩潰產生單元之該第二端

的電壓；其中該驟迴崩潰產生單元與該維持電壓控制單元提供一靜電放電電流宣洩的路

徑，該維持電壓控制單元用以於該驟迴崩潰產生單元發生驟迴崩潰時，使該維持電壓大

於該操作電壓。

12.   如申請專利範圍第 11項所述之電子裝置，其中該第一電晶體元件為一高壓電晶體，其閘
極連接該反向電路以接收該觸發電壓，其汲極連接該第一電源線，其源極連接該維持電

壓控制單元。

13.   如申請專利範圍第 11項所述之電子裝置，其中該第一電晶體元件為一第一矽控整流器
(Silicon-Controlled Rectifier,SCR)，該第 一矽控整流器之控制端連接該反向器以接收該觸
發電壓，其 P型重摻雜擴散區連接該第一電源線，其 N型重摻雜擴散區連接該維持電壓
控制單元。

14.   如申請專利範圍第 11項所述之電子裝置，其中該第二電晶體元件為一 N型電晶體，該
N型電晶體之閘極連接該反向電路，其汲極連接該驟迴崩潰產生單元之第三端，其源極
連接該第二電源線，當發生驟迴崩潰時，透過該 N型電晶體之該第二寄生電晶體之導通
來提高該維持電壓並且使得該維持電壓大於該操作電壓。

15.   如申請專利範圍第 12或 14項所述之電子裝置，其中該第二電晶體元件為一第二矽控整
流器，該第二矽控整流器之控制端連接該反向器以接收該觸發電壓，其 P型重摻雜擴散
區連接該驟迴崩潰產生單元之第三端，其 N型重摻雜擴散區連接該第二電源線，當發生
驟迴崩潰時，透過該第二矽控整流器之導通來提高該維持電壓並且使得該維持電壓大於

該操作電壓。

(2)
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16.   如申請專利範圍第 11項所述之電子裝置，其中該高壓電晶體具有一第一寄生電晶體，該
N型電晶體具有一第二寄生電晶體，該第一寄生電晶體以疊接方式連接至該第二寄生電
晶體，並且該高壓電晶體與該 N型電晶體為同類型之電晶體元件。

圖式簡單說明

圖 1為習知技術下之靜電放電防護電路之電路示意圖。
圖 2為對照圖 1中之高壓電晶體之電壓電流曲線圖。
圖 3為根據本發明實施例之靜電放電防護電路之電路示意圖。
圖 4為根據本發明另一實施例之靜電放電防護電路之電路示意圖。
圖 5為根據本發明實施例之具有第一矽控整流器之靜電放電防護電路之電路示意圖。
圖 6為根據本發明實施例之具有 N型電晶體之靜電放電防護電路之電路示意圖。
圖 7為根據本發明實施例之具有第二矽控整流器之靜電放電防護電路之電路示意圖。
圖 8為根據本發明另一實施例之靜電放電防護電路之細部電路圖。
圖 9為根據本發明實施例之高壓電晶體之電壓電流曲線圖。
圖 10為根據本發明再一實施例之靜電放電防護電路之電路示意圖。
圖 11為根據本發明再一實施例之高壓電晶體之電壓電流曲線圖。
圖 12為本揭露內容之靜電放電防護電路之傳輸線脈衝產生系統(transsimation line pulse,TLP)

量測之電壓電流量測圖。

圖 13為根據本發明實施例之電子裝置之電路區塊圖。
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